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(54) 강유전체 메모리 장치 및 그 동작 제어 방법

요약

강유전체를 이용한 불휘발성 메모리 장치에 있어서 종래 문제로 되엇던 것 즉, 메모리 셀에서 판독할 경
우, 강윤전체의 분극 반전 전하 이외의 노이즈 전하에 의해, 강유전체 캐패시터 양전극간에 충분한 전압
이 걸리지 않는 문제를 해결하고자 하는 것이다.

메모리 셀(101)에서 데이터를 판독할 경우에, 데이터 신호선(12)/(12)의 전압 변동을 억제하고, 강유전체 
캐패시터(104) 의 양 전극간에 확실하게 항전압 이상의 전압을 거는 수단으로서, 데이터 신호선 1개 마다 
접속된 메모리 셀 수를 조절함으로써, 강유전체 메모리 장치를 안정적으로 동작시킨다.

대표도

명세서

[발명의 명칭]

강유전체 메모리 장치 및 그 동작 제어 방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 제1의 실시예인 데이터 신호선의 기생용량치를, 그리고 각 데이터 신호선에 접속쇤 메
모리 셀 수로 조졸한 강유전체 메모리 장치의 회로도.

제2도는 제1도의 동작 타이밍 챠트.

제3도는 본 발명의 제2의 실시예에서는 데이터 신호선이 기생 용량치를, 각 데이터 신호선에 접속된 메모
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리 셀 수에 이해 조절하는 강유전체 메모리 장치의 회로도이다.

제4도는 제3도의 동작 타이밍 차트.

제5도는 2개의 트랜지스터와 2개의 강유전체 캐패시터로 구성된 회로를 도시.

제6도는 제5도의 강유전체 캐패시터의 양전극간에 걸린 전압V와 분극 전하 Q사이의 관계를 도시.

제7도는 제5도의 메모리 셀을 이용한 강유전체 메모리 장치의 메모리 셀 배열 회로예를 도시.

제8도는 제7도의 동작 타이밍-차트.

제9도는 1개의 트랜지스터와 1개의 강 유전체 캐패시터로 구성된 회로를 도시.

제10도는 제9도의 강유전체 캐패시터의 양 전극간에 걸린 전압V 와 자발 분극 전하 Q사이의 관계를 도시.

제11도는 제9도의 메모리 셀을 이용한 강유전체 메모리 장치의 메모리 배열 회로예를 도시.

제12도는 제11도의 동작 타이밍-차트.

제13도는 IT/IC 형 메모리를 이용한 플레이트 비구동형 강유전체 메모리 장치의 메모리 셀 배열 회로를 
도시.

제14도는 제13도이 동작 타이밍-차트.

제15도는 데이터 신호 free-charge balance제어 회로를 도시.

제16도는 프레이트 구동형 강유전체 메모리 장치에 있어서, 메모리 셀로부터 데이터를 판독할 때, 데이터 
신호선이 전압 변동을 도시.

제17도는 플레이트 비구동형 강유전체 메모리 장치에 있어서, 메모리 셀로부터 판독할 때, 데이터 신호선
의 전압 변동을 도시.

제18도는 데이터 신호 기생 용량치 및 강유전체 캐패시터의 상유전체 성분 용량치와 강유전체 메모리 장
치의 동작가능 범위와의 관계를 도시.

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

11,11a,11b,11c : 선택 시호선

12, 12a, 12b, 12, 12a,12b, : 데이터 신호선

13, 13a, 13b,13c : 플레이트선

14 : 데이터 신호선 프리챠지 제어신호선

15 : 데이터 신호선 프리챠지 전원선

16 : 센스 앰프 제어 신호선

17a, 17b : 기준 레벨 발생 회로 제어 신호선

22 : 데이터 신호선밸런스 제어 신호선

23 : 메모리 셀 내부 마디점

101. 101a, 101b. 101c. 101c, 101e. 101f : 강유전체 메모리셀

102, 102a, 103, 103a : 메모리셀 스위칭 트랜지스터

104, 104a. 105, 105a : 강유전체 캐패시티

106a, 106b :데이터 신호선 프리차지 회로

107a, 107b : 센스 앰프 회로

108a. 108b, 108c, 108d : 기준 렉벨 발생회로

116, 116a, l16b : 데이터 신호선 프리차지 밸런스 제어회로

1117, 118 : 데이터 신호선 프리차지용 트랜지스터

119 : 데이터 신호선 밸런스용 트랜지스터

v : 전압Q : 강유전체 분극 전하량

ve : 강유전체 캐패시터 전극간에 가하는 전압

Qo, Q1 : 강유전체 캐패시터에서 출력되는 전하량

Qr : 강유전체의 잔류 분극 전하         VDLO : 데이터 신호선 전압 초기값

VDL : 데이터 신호선 전압 최종값      VSO : 메모리셀 내부 마디점 전압 초기값

VPLO : 플테이트 선전압 초기값        VPL : 플레이트 선전압 최종값

Qi : 메모리셀 어레이계의 총 전하량   Qf : 메모리셀 어레이계의 초종 총 전하량

EC : 강유전체의 항전계                     VC : 강유전체의 항전압
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Vm : 플레이트선 증간 전압 설정값

VSIG : 메모리셀에서 판독 출력되는 신호 전압값

VSE : 센스 앰프가 정상으로 데이터 증폭가능한 취소 신호 전압값

CD : 데이터 신호선 기생 용량값

CS : 강유전체 캐패시터의 상유전체 성분 용량값

VBOOT : 전원전압

VCC : 전원정압

GND : 접지전압

n : 데이타 신호선에 접속된 메로리셀 수

[발명의 상세한 설명]

[산업상의 이용분야]

이 발명은 강유전체를 이용한 메모리 장치 및 그 동작 제어 방법에 관한다.

[종래의 기술]

근래, 지루콘티타늄산염(PZT)등의 히스테리 특성을 갖는 강유전체 재료를 메로리셀에 쓰고 전원을 절단해
도 기억을 유지하는 기능을 갖는 불휘발성 메모리가 실현되고 있다.

이같은 메모리 장치의 예로서 특개스 63-201998호 공보, 1988년 2월의 고체 회로 국제회의(International 
Solid-State Circuits Conference, ISSCC) 예고집 130 페이지에서 131 페이지, 1994년 2월의 고체소자 회
로 국제 회의 268 페이지에서 269 패아자애 보고되어 있는 것 등이있다.

이들 보고를 기초로 종래의 불휘발성 강유전체 메모리 장치의 회로구성 및 그 동작에 대해서 설명한다.

제5도에 특개소63-201998 호 공보에 기재되고 있는 2개의 트랜지스터 및 2 개의 캐패시터에서 1개의 메모
리셀을 구성하는 형(이하, 2T/2C 형이라 부르기로 한다)의 강유전체  메로리셀의 회로를 도시한다.제5도
에 있어서(11)은 메모리 셀의 선택 신호선(이하, 간단히 선택 신호선이라 부른다.), (13)은 플레이트선, 
(12), /(12)는 데이타 신호선, (101)는 메모리셀, (102), (103)은 메모리 셀의 스의칭 트랜지스터,(104), 
(105)는 강유전체 캐패시터이다. 이같은 2T/2C 형 메모리셀에 있어선 강유전체 캐패시터 (104)와 (105)에 
항상 반대방향의 분극 방향을 갖게 데이터가 기록된다. 이 반대 방향의 분극을 가진 캐패시터에서의 전하
를 각각 데이터 신호선(12), (/12)·상에 판독 출력하는 것에 의해서 데이터 신호선대에 차전압을 발생케
하며 그것을 차동형 증혹 회로인 센스 앰프로 증폭한다.

제5도엔 강유전체 캐패시터 (104), (105)은 히스테리시스 특성 모델을 도시한다. 강유전체 캐패시터의 양
전극간의 접압 V  에 대한 자발분극 전하Q  의 관계를 도시하고 있다.  예컨대 강유전체 캐패시터(104), 
(105)의 분극이 각각 A, B 의 상태에 있을 때를 데이터1 역의 경우를 데이터0으르 대응시킨다. 이때, 강
유전체 캐패시터의 양 전극간에 ve의 전압을 가하면 데이터 1의 경우, 캐패시터(104)에서 Q1 의 전하가 캐

패시터(105)에서는 Qo 전하가 각각 대응하는 데이터 신호선(12) , (/1?)상에 출력되고 이 전하가 위에 말
한 것 같은 데이터 신호선쌍의 차전압을 발생시키는 것이다.

즉 전하가 Qr 과 전하 Qo, Q1 사이에는 이상적으로

2 x Qr = ｜Q1 - Qo ｜ ‥‥ (1)의 관계가 있다.

이같은 강유전체 캐패시터를 사용한 메모리 장치에선 강유전체 캐패시터의 양 전극간에 가하는 외부전압
이 0 으로 되어도 강유전체의 내부에 발생하고 있는 자밭분극이 데이터를 유지하고 있기 때문에 전원이 
절단되어도 기억을 유지한느 수위 불휘발성 기억동작이 실현된다.

제7도에 제5도의 형의 메모리 셀을 쓴 강유전체 메모리 장치의 메모리 셀 어레이의 부분 회로예를 도시한
다.

제7도에 있어서(l1a 내지 c)는 선택 신호선, (12a, b, /12a. b)은 데이터 신호선, (13a 내지 13c)는 플레
이트선 ,(14)는 데이터 신호선 프르차지 제어시호선,(15)는 데이터 신호선 프리차지 전원선, (16)은 센스 
앰프 제어 신호선이다.(101a 내지 101f)는 메모리 셀, (102a. 103a)는 메모리 셀의 스위칭 트랜지스터, 
(104a, 105a)는 강유전체 캐패시터,(106a, b)는 데이터 신호선 프리차지 회로, (107a, b)는 센스 앰프이
다.

제8조도에 제7도의 메모리 장치의 동작 타이밍도 예를 도시한다. 이하, 제23도와 제24도를 참조하면서 메
모리  셀(101a)에  주목한  경우의  강유전체  메모리  장치의  판독  출력  동작  및  기록  동작에  대해서 
설명한다. 또한,제8도 이하,이 명세서 기재의 동작 타이밍도에 있어서 특히 별도 지적이 없는 한 하이레
벨 H에 상당하는 레벨은 메모리 장치 외부에서 공급되는 전원 전압, 또는 메모리 장치내부에 설정된 전압 
발생 회로에서 발생되는 저압중의 어느 하나이며 로우레벨 L에 상당한는 레벨은 접지 전압이라고 본다. 
이것들의 전압의 값은 경우에 따라서 5V 나 3V등 여러가지 값을 취할 수 있다.또, 참고로서 데이터 1를 
판독할 경우의 제8도의 (1) 내지 (6) 각 기간 종로 시점에서의 강유전체 캐패시터(104a), (105a)은 분극 
상태를 타이밍도의 밑에 나타낸다.

제8도중(1) 내지(3)의 기간은 메모리셀에서 데이터를 판독 출력한는 동작이다. 우선 기간(1)에서 데이터 
신호선 프리차지 제어 신호(14)를 로우 레베로 데이터 신호선 프리차지 상태를 해제한다. 여기에선,데이
타 신호선 프리차지 레벨은 접지 전압으로 하고 있다. 다음에 기간(2)에 있어서 선택 신호선(lla)과 플레
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이트선(13a)을 각각 하이레벨로 올리고 메모리셀(101a)에서 데이터 신호선(12a), (/12a)상에 데이터를 출
력한다. 이때 출력되는 데이터 신호는 강유전체 캐패시터 내부의 분극 상태에 따라서 결정되고 제24도에
선 앞서 말했듯이 데이터l 판독되고 있는 모양을 나타내고 있다. 그후, 기간(3)에 있어서 센스 앰프 제어 
신호선(16)을  활성화하고  데이터  신호선대  (/12a)간은  전압을  센스  증폭한다.  계속하는  기간(4)  내지 
(6)은 판독 출력한 데이터를 메모리 셀에 재차 되돌려 기록하는 동작이다. 기간(2)의 시점에서 판독된 메
모리 셀의 데이터는 파괴되고 있으므로 이같이 재기록 동작이 필요로 된다. 또한, 메모리 장치 외부에서 
입력되는 데이터를 메모리셀에 기록하는 경우엔(3)의 기간에 데이터 신호선 쌍(12a), (/l2a)상에 소망의 
데이터에 대응한는 전압을 설정하고나서 다음의 기간(4) 이후의 동작을 행한다.

기간(4)에 있어서 플레이트선(13a)을 로우레벨로 한다. 다음의 기간(5)에 있어서 센스 앰프 제어 신호선
(16)을 로우 레벨로하므로서 센스 앰프를 비활성으로 하고 다시 프리차지 제어 신호선(14)를 하이 레벨로 
하고 덴이타 신호선 레벨을 접지 전압으로 한다. 이같이 하므로서 메모리 캐패시터의 분극을 데이터 판독 
출력 전의(1)의 상태로 되돌릴 수 있다.

최후로 기간(6)에 있어서 선택 신호선(lla)을 로우레벨을 내리고 메모리 셀 트랜지스터를 비도통으로 하
고 메모리 셀으로의 액세스 동작들 완료한다. 데이타 o이 메모리 셀(10la)에 기억되는 경우에는, 캐패시
터(104a)의 분극 상태가 제8도의 경우와 반대가 된다. 여기에서 상기의 회로 동작과 강유전체 캐패시터의 
특성과의 관계에 대해서 설명한다. 예컨대, 제8 도의(2)의 기간에서 선택 신호선(11a)을 하이레벨로 하고 
스위칭 트랜지스터 (102a), (103)를 도통시키고 플레이트선(13a)을 하이레벨로 상승시킨 상태에선 제21도
에 있어서 강유전체 캐패시터에 (-ve)의 전압을 가한 상태에 상당한다. 이때,Q1 또는 Qo 의 전하가 데이터 

신호선(12a)상에 출력된다. 그런데, 이대로의 상태에선 1, 0 중의 어느것이 기억되고 있든 경우에도 강유
전체 캐패시터의 분극 상태는 제22도에 도시하는 점에 있고 1 또는 0은 구별이 되지 않는다.

그래서, 판독 출력된 1. 0 데이터에 따라서 강유전체 캐패시터에 +Ve, 0 의 전달을 가하고 데이터를 되돌
려 기록하는 동작이 필요하다. 이것이 제8도의 (4)-(5)은 동작에 상당한다. 이같이 강유전체 메모리 셀을 
써서 불휘발성 기억 동작을 실현하기 위해선 강유전체 캐패시터의 양전극간에 정부 양방향의 전압을 가할 
필요가 있다는 것에 주의한다.

또한, 메모리 기억용량의 고밀도화를 목적하고 1개의 트랜지스터와 1기의 강유전체 캐패시터 메모리 셀을 
구성하는 것(이하, IT/IC 형이라 부른다.)도 있으며 이같은 강유전체 메모리 장치의 예로선 1994년 2월은 
고체 소자 회로 국제 회의 예고집268 페이지에서269 페이지에 보고되고 있는

것이 있다.

제9도에 IT/IC 형의 강유전체 메모리 셀 희로를 도시한다. (11)은 선택 신호선, (12)는 데이터 신호선, 
(13)은 플레이트선, (101)은 강유전체 메모리 셀,(102)는 메모리셀 스위칭 트랜지스터,(104)는 강유전체 
캐패시터이다. 이후, 이미 설명한 도면에 쓰인 회로 요소에 대응하는 것은 같은 기호를 써서 설명을 생략
한다.

제10도에는 제9도의 강유전체 캐패시터(104)의 히스테리시스 특성 모델을 도시한다. 1T/1C형 메모리셀에
선 2T/2C 형 메모리셀과 다르며, 강유전체 2개의 안정 상태 A/B를 각각 데이터 1/0에 대응시킨다.

제9도에 도시하는 1T/1C 형의 메모리셀을 쓴 메모리셀 어레이의 부분 회로예를 제27도에 도시한다. 이 경
우는 메모리셀에서의 신호 전압은 예컨대 메모리셀(101a)이 선택된 경우엔 데이터 신호선(12a)상만에 나
타낸다. 이같이 IT/IC형 메모리셀을 사용할 때는 2T/?C 형의 경우와 다르며 센스 증폭 동작을 행할 때의 
기준 레벨을, 특별히 수단을 두고, 쌍이 되는 데이터 신호선(/12a)상에 발생시킬 필요가 있다. 제27도에
선 그 기준 레벨을 발생하는 회로(108a 내지 108d)와 그 제어 신호선(17a-b)이 부가되고 있다. 기준 레벨
의 구체적인 발생 방법은 예컨대 상술의 문헌, 1994년 2월의 고체소자 회로 국제회의 예원고집 268 페이
지에 기재된 것이 있다.기준레벨 밸생 방법의 요점은 메모리셀에서1에 대응하는 신호를 판독 출력했을 때
의 데이터 신호 전압과 0에 대응하는 신호를 판독 출력했을 때의 데이터 시호선 전압과의 중간의 전압을 
발생하는데 있다.

제12도에 제11도의 회로에 있어서 메모리 셀(l01a)에 주목했을 때의 동작 타이밍도 예를 도시한다.참고로
서 데이터1을 판독 출력하는 경우의 제29도에 있어서의 (1) 내지 (6)의 각 기간 종료시점에서의 강유전체 
캐패시터(104a)의 분극 상태를 타이밍도의 밑에 도시한다.

데이터 신호선(12a)에 신호를 판독 출력한는 경우 쌍이되는 데이터 시호선(/12a)상에 기준 레벨을 발생시
키기 위해 기준 레벨 발생 회로(108b)의 제어 동작이 가해지고 회로(108b)에서 발생되는 기준 레벨이 데
이터 신호선(/12a)상에 판독 출력되고 있다. 이점을 제외하면 동작은 제8에 도시한 2T/2C 형 메모리 셀의 
동작과 마찬가지다.

이상의 예에 있어서 모두 플레이트선(13)을 모두 레벨이서 하이레벨로 구동하는 것에 의해서 강유전체 캐
패시터의 양전극 간에 정부 양방향의 전압을 가하고 데이터를 판독 출력하는 방식을 취하고 있다. 한편에
서 플레이트선을 어떤 중간 전압으로 설정하므로서 강유전체 캐패시터의 강유전체 캐패시터의 양 전극간
에 정부 양방향의 전압을 가하고 데이터를 방식을 취할 수 있다. 제31도에 그같은 메모리 장치의 메모리 
셀 어레이 부분 회로예를 도시한다. 제31도에 있어서(116a, b)는 데이터 신호선 밸런스 제어 회로, (22)
는 데이터 신호선 밸런스 제어 신호선, 기타는 제11도와 마찬가지다.

제14도는 제13도의 동작 타이밍도 예이다.

플레이트선(13)이 하이레벨 전압과 중간의 전압으로 고정되고 있는 것에 주의한다.제31도와 제32도를 참
조하면서 메모리셀(101a)을 주목했을 경우의 판독 출력 동작 및 기록 동작에 대해서 설명한다. 참고로서
(1) 내지 (7)의 각 기간 종료시점에서의 캐패시터(104a)의 분극 상태도 동작 타이밍도의 밑에 나타내어 
둔다.

우선, 기간(1)에서 데이터 신호선 프리차지 제어신호(14)를 로우레벨로 하므로서 데이터 신호선 프리차지 
상태를 해제한다.여기에서도 프리차지 레벨은 접지 전압으로 하고 있다. 다음에 기간(2)에 있어서 선택 
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신호선(l1a)을 하이 레벨로 올리고 메모리셀(l0la)에서 데이터 신호선(12a)상에 데이터를 출력한다. 여기
에서 제12도의 동작과 상이한 것은 플레이트선(13)을 구등하지 않는 것이다.

데이터 신호선 프레차지 레벨이 접지 전압, 플레이트선이 중간 전압(Vm 로 한다.)이기 때문에 기간(2)에
서 메모리 셀 트랜지스터(102a)가 도통상태로 되었을때 강유전체 태패시터(104a)의 양전극간에 플레이트
선에서 데이터 신호선으로의 방향을 전압의 정의 방향으로서 거의 (-Vm)의 전압이 가해진다. 그러면 가유
전체 캐패시터 (104a)에서 분극의 상태에 따른 신호전압이 데이터 신호선(12a)상에 판독 출력된다. 동시
에 대로되는 데이터 신호선(/12a)상에는 회로(108b)에 의해서 기준 레벨을 발생시킨다.계속하는 기간(3)
에 있어서 센스 앰프 제어 신호(16)를 활성화하고 데이터 신호선 쌍(12a)는 (/12a)간의 차전압을 센스 증
폭한다.

메모리 장치 외부에서 입력한 데이처를 메모리 셀에 기록하는 경우엔 기간(4)에 소망의 데이터에 대응하
는 전압을 데이터 신호선쌍(12a), (/12a)에 설정해둔다. 기간(5)에 있어서 센스 앰프 제어 신호선 신호선
(16)들 로우레벨로 한는 것에 의해 센스 앰플르 비활성으로 하고 또한, 데이터 신호선 밸런스 제어 신호
선(22)을 하이레벨로 하고 데이터 신호선 레벨을 플레이트선과 같은 중간 전압 Vm으로 한다. 이렇게 하므
로서 메모리 셀 캐패시터의 분극을 데이터 판독 출력전 (1)의 상태로 되돌릴 수 있다.

기간(6)에서 선택 신호선(lla)을 로우 레벨로 내리고 메모리셀 트랜지스터를 비도통을 한 후, 기간(7)에
서 데이터 신호선쌍(12a,/12a)을 접지 전압으로 프리차지한 상태로 하고 메모리셀로의 액세스 동작의 1사
이클을 완료한다. 강유전체 캐패시터에서 판독 출력된는 신호 전압은 강유전체 캐패시터의 양전극간에 전
압값으로 의존해서 일반적으로 양전극간에 가해지 전압값이 클수록 신호 전압도 크다. 위에 말한 예외 같
은 강유전체 메모리 장치의 동작에선 강유전체 캐패시터의 양전극간 가해지는 전압은 플레이트선 설정 전
압과 데이터 신호선의 전압 진폭에 관계한다. 따라서 플레이트선 설정 전압 및 데이터 신호선의 전압 진
폭은 강유전체에서 판독 출력되는 신호 전압을 센스 앰프가 정상으로 데이터를 센스 증폭할 수 있는 값이
면 어떻게 설정해도 좋다. 예컨대, 플레이트선의 설정 전압을 전원 전압의 1/2 로 데이너 신호선의 진폭
을 접지 전압과 전압 전압간으로 하는 방법이 있다. 전원 전압은 메모리 장치 외부에서 공급되는 것이어
도 좋으며 메모리 장치 내부의 전압 발생 회로에서 발생된 전압이어도 좋다.

또, 상기 예세서는, 데이터 신호선의 프리차지 레벨을 접지 전압으로하지만, 이 전압은, 플레이트선 설정 
전압 Vm 과 다른 전압으로 되면, 즉, 선택 신호(11a)를 하이 레베로 할 때에, 강유전체 캐패시터의 양 전
극간에 0이 아닌 전압이 걸리면, 어느 전압이라도 좋다.

제15도의 데이터 신호선 프리차지 밸런스 제어회로(116a, b)의 구체적 회로를  도시한다. 데이터 신호선
프리차지용 트랜지스터(117), (118)는 제23도나 제27도와 마찬가지며 그것에 덧불여서 데이터 신호선 밸
런스용 트랜지스터(119)가 설치되고 있다. 데이터 신호선 쌍(12), (/12)이 각각 전원 전압과 접지 전압으
로 되어 있는 상태에서 트랜지스터(119)를 도통시킨면 데이터 신호선 쌍(12), (/12)은 거의 동등한 기생 
용량값을 갖기 때문에 데이터 신호선 전압은 전원전압의 1/2로 된다. 플레이트선 설정 전압이 전원 전압
의1/2의 경우엔 이같은 회로가 유효하다.

제13, 14도에는 IT/IC 형의 메모리 셀을 이용하여 설명하였으며 플레이트 선을 구동시키기 위해 동작시키
는 강유전체 메모리 장치는 메모리 셀은 형태가 된다.

제7도의 2T/2C 형의 메모리 셀도 각각 대응되는 신호선을 제14도와 같이 구동 제어하므로 같은 동작이 가
능한다.

상기한 제8, 12, 14 도의 예에서는 데이타 신호선은 free-charge level 을 접지 전하로 하고, 이 전압은 
선택 신호선(lla)을 하이 레벨로 할 때, 강유전체 캐패시터의 양 전극간에 0이 아닌 전전압이 걸리는 값
으로 했을 때가 좋고, 접지 전압에는 한계가 없어진다.

[발명이 해결해야 할 과제]

종래의 강유전체 메모리 자치에는 메모리 셀에서 데이타를 판독하는 경우에, 다음과 같이 가술한 사정에 
의해, 강유전체 캐패시터의 양전극가에 충분한 전압이 걸리지 않는다는 문제점이 있다.

제8도 12도에서 설명한 것처럼, 플레이트 선을 구동시키고 동작시키는 형태(이하 플레이트 구동형이라고 
부른다)의 강유전체 메모리 장치에 있어서, 메모리 셀로부터 데이타를 판독할 때에는,비트선이 플로우팅 
된다. 따라서 플레이트선을 로우 레벨에서 하이레벨로 구동시킬 경우에, 메모리 셀의 강유전체 캐패시털
르 집어넣은 커플링에 의해 데이타 신호선 전압이 변화되고, 강유전체 캐패시터의 양전극 사이에 항전계 
EC로 강유전체의 막후를 높여서 얻어진 전압에 의해 환산한 항전압 VC 이상의 전압이 걸리진 않게 되었으
며, 강유전체의 분극 반전이 일어나진 않을 경우가 밭생한다.

이것을 제16도를 이용하여 자세히 설명하겠다. 데이타 신호선의 기생용량치 CD, 강유전체 캐패시터의 상
유전체 성분의 용량치를 CS라고 한다.

선택 신호선(11)을, 메모리셀 스위칭 트랜지스타(102)가 비도통, 즉 메모리 셀(101)이 비선택 상황이기 
때문에, 트랜지스터(102)가 도통하는 전압 VB00T 를 선택 신호선(11)에 부여한 상태이다. 그리고 플레이
트 선(13)을 초기상태의 VPLO로부터 최종 상태의 전압 VPL 에 구동할 때에는 데이터 신호선(12)의 초기 
전압을 VDLO, 최종 전압을 VDL, 트랜지스터(102)와강유전체 캐패시터(104)가 접속되고 있는 마디점(23)은 
초기전압을 VS0, 최종 전압은 트랜지스터(102)가 도통되고 있기 때문에 VDL 로 된다고 하면,

초기 상태의 제16도의 전전하 Qi 는

Qi = CS x (VSO-VPLO) + CD x VDLO ‥‥(2)

최종 상태의 계의 전전하 Qf 는

Qf = CS x (VDL - VPL) + CD + VDL ‥‥(3)

Qi = Qf 여야 한다는 조건에서 최종 상태에 있어서의 강유전체캐패시터의 양 전극간엔 가하는 전압은 절
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대값1 VPL-VDL 1 을 구하면

[식 5]

로 된다. 한편 이 1 VPL - VDL 1은 강유전체 캐패시터의 항전압 보다 크게해야 되므로

｜VPL-VDL｜≥VC‥‥(5)

여기에서 데이터 신호선을 접지 전압 GND 프리차지, 즉 VDLO=O,또,VSO, VPLO어느 것이나 다 GND 였다고 
하면(4), (5)식은 다음 같이 된다.

[식6]

만약 VC=1.5V, VPL = 3.3V라 하면, (5)식은 CD≥ 0.833...×CS...(7)로 된다.

(7)식은 데이터 신호선의 기생용량 CD 에 하한이 되며, CD가 그 하한 값 이상이 아니면 강유전체 캐패시
터의 양 전극간에 VC 이상의 저압이 가하지 않는다는 것을 나타내고 있다. 이같이 프레이트선을 구동하므
로서 강유전체 캐패시터를 거친 커플링에 의해서 데이터 신호선의 전압이 변동하기 때문에 일반적으로 
(4),(5)식에 나타내는 조건을 만족하지 않으면 메모리셀에서 충분한 판독 출력 신호 전압이 얻어지지않는
다.

한편, 제14도에서 설명한 것 같은 플레이트선은 구동시키지 않고 동작시키는 형(이하, 플레이트 비구동형
이라 부른다.)의 강유전체 메모리 장치에 있어서도 메카니즘은 상기의 플레이트 구동형과 다르나 그 경우
와 마찬가지의 문제가 발생한다. 

플레이트 비구동형의 강유전체 메로리 장체이 있어선 메모리셀에 액세스하고 있지 않는 상태에선 기억 데
이터를 파괴하지 않기 위해 가융전체 캐패시터의 양전극간에 가하는 전압을 0으로 해 둘 필요가 있다. 
즉, 플레이트선을 중간 전압으로 설정하고 있으면 강유전체 캐패시터의 대극의 마디점, 즉, 메모리셀 스
위칭 트랜지스터와 강유전체 캐패시터를 접속한 마디점도 같은 중간 전압으로 된어있다.

이 상태에서 메로리셀에서 데이터를 판독 출력하기 위해선 선책 신호선을 하이레벨로 올리면 우선, 데이
터 신호선상에 강유전체 캐패시터와 메모리셀의 스위칭 트랜지스터와의 접속 마디점에 저장되고 있는 전
하가 데이터 신호선상에 출력되기 때문에 데이터 신호선 전압이 그 프리차지 레벨에서 변동한다.

이 때문에 강유전체 캐패시터의 양 전극간에 항전압 VC 이상의 전압이 가해지지 않게 되며 강유전체의 분
극 반전이 일어나지 않게 되는 경우도일어날 수 있다. 

제16도돠 마찬가지로 제17도를 참고로 이 문제에 대해서 상세하게 설명한다. 제17도가 제16도와 상이한 
점은 플레이트선(13)의 전압이 일정값 VPLC이라는 것이다.

여기에서 선택 신호선(11)을 메모리셀 스위칭 트래지스터 (102)가 비도통, 즉 메모리셀(101)이 비선택으
로 되어 있는 초기 상태에서, (102)가 도통하는 전압 VBOOT 를 선택 신호선(11)에 부여한 최종 상태로 이
동하는 경우에 대해서 생각한다. 

플레이트 선의 전압 VPLC를 제거하고 제16도와 마찬가지의 기호를 쓰면, 초기 상태의 제34도의 계의 전전
하 Qi는 

Qi=CS×(VSO-VPLC)+CD×VDLO...(8)

최종 상태의 계의 전전하 Qf는,

Qf=CS×(VSO-VPLC)+CD×VDL...(9)

Qi=Qf여야 한다는 조건에서 최종 상태에 있어서의 강유전체 캐패시터의 양 전극간에 가해지는 전압의 절
대값｜VPLC-VDL｜을 구하면

[식7]

로 된다. 플레이트 구동형의 경우와 마찬가지로 이 ｜VPLC-VDL｜는 강유전체 캐패시터의 항전압 모다 커
야되므로 
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｜VPLC-VDL｜≥VC......(11)

여기에서 또, 데이터 신호선을 접지 전압 GND 프리차지, 즉 VDLO=0,또, VSO, VPLC어느것도 전원 전압 VCC
의 1/2였다고 하면(10),(11)식은 다음같이 된다.

[식8]

VC=1.5V, VCC=3.3V라면, (12)식은

CD ≥ 10 × CS ‥‥ (13)이 된다.

(13)식도 (7)식과 같이 데이타 신호선의 기생용량치 CD 에 하한치를 표시했다. 이와 같이 풀레이트 비구
동형의 강유전체 메모리 장치에도, 일반적으로 (10), (11) 식에 표시한 조건을 만족하지 않으면, 메모리 
셀에서 충분히 판독된 신호전압이 얻어지지 않는다는 것을 알 수 있다.

이상의 것은 데이터 신호선의 기생 용량값 CD 의 하한값에 대한 의논이었다. 그런데, 메모리 셀에서 판독 
출력되는 신호 전하를 데이터 신호선상에 출력하고 신호 전압으로 한는 판독 출력 방식의 경우엔 신호 전
압 VSIG은, 예컨대, (IT/IC)형은 메모리 셀을 쓴 경우, 제26도이 있어서의 전하 Qo 및 Q1 또는 전하 Qr를 
써서,

[식 9]

로 된다. 여기에서 관계식(1)을 이용했다.

IT/IC 형 메모리를 이용하여, 레퍼런스 회로에 의한 레퍼런스 레벨을 발생하고 판독하는 방식의 경우에는 
제10도에 있는 전하Qo 와 Q1, 또는 전하Qr을 이용하고, (1)식을 사용하면,

가 된다. 인자(1/2)는 기준 레벨이 데이터 0판독 출력시의 데이터 신호선의 전압과 데이터 1판독 출력시
의 데이터 신호선의 전압의 바로 중간의 전압으로 설정된 경우를 의미하고 있다. 기준 레벨이 그 중간의 
값에서 어긋날 때는 인자(1/2)가 아니고 0보다 크고 1보다 작은 어느 값으로 된다.

식(14) 나 (15)의 VSIG 는 센스앰프가 정상으르 데이터 증폭할 수 있는 최소 전달값 VSE 를 웃돌아야 하
므로

VSIG ≥ VSE ‥‥ (16)

즉, (16)식은 기생 용량값 CD 가 어느 정도 이상으로 되면 VSIG 가 과도하게 작아지고 센스앰프가 정상으
로 데이터를 증폭가능한 최소 전압값을 밑돌게 되며 동작 불가능으로 되는 것을 의미하고 있다. 이런 것
에서 기생 용량값 CD에는 상한값도 있다는 것을 알 수 있다.

여기까지 말해온것에서 일반으로 강유전체메모리 장치에 있어선 기생 용량값 CD 와 용량값 CS 와의 관계
에 대해서 제36도에 도시하는 관계가 있다. 제18도에서 일점 쇄선이 플레이트 구동형 유전체 메모리 장치
에 있어서의 기생 용량값CD의 하한값을 점선이 플레이트 비구동형 강유전체 메모리 장치에 있어서의 기생 
용량값 CD 의 하한값을 각각 나타내며 또, 실선은 센스앰프가 정상으로 데이터 증폭가능으로 되는 신호 
전압을 메모리 셀에서 얻기 위해서 필요한 기생 용량값 CD 상한값을 나타내고 있다. 해칭이 가해진 부분
이 플레이트 구동형 및 비구동형 각각의 동작 모드에 있어서의 동작가능 범위로 된다.

이상, 말한바와 같이 강유전체 메모리 장치에 있어선 메모리 셀에서 데이터를 판독할때 그 동작 방식에 
의해서 메카니즘의 차이는 있다고 해도 데이터 신호선의 전압 변동이 일어나기 때문에 어떤 조건하에선 
강유전체 캐패시터의 양전극 간에 분극이 반전하는 전압인 항전압이 가해진진 않으며 정상 데이터 판독 
동작이 행해지지 않는다는 문제점이 있었다.

이 발명의 목적은 상기 문제점을 해결하고 안정된 동작이 가능한 강유전체 메모리 장치 및 그 동작 제어 
방법을 제공하는데 있다.

[과제를 해결하기 위한 수단]

본 발명의 강유전체 메모리 장치는 가유전체 메모리 장치는 강유전체 재료를 사용한 강유전체 캐패시터, 
데이터의 입출력을 행항는 데이터 신호선, 어드레스 신호에 대응해서 선택되는 선택 신호선, 상기 강유전
체 캐패시터와 상기 데이터 신호선 간에 설치되며 또한, 상기 선택 신호선에 의한 선ㅌ개 제어되는 스위
치 수단으로 이루며 상기 강유전체의 분극 상태를 기억 데이터에 대응시키고 상기 강유전체 캐패시터의 
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양전극간에 0이 아닌 제1의 전압을 가했을때, 상기 강유전체 캐패시터와 상기 데이터 신호선 간에 흐르는 
전류가 상기 강유저체 캐패시터의 분극의 상태에 의해서 상이하다는 것을 이용하고 상기 전류의 전류의 
상기 기억 데이터에 의한 차이를 검지하고, 또는 상기 전류의 차이에 따라 상기 데이터 신호선 상에 나타
나는 전압의 차이를 검지하는 것으로, 기억된 데이터의 판독을 행하는 메모리 셀, 상기 복수의 메모리 셀
이 접속된 상기 데이터 신호선을 상기 기억되엇던 데이터에 의한 전류의 차이를 검지하는 회로인 전류형 
센스앰프 또는 상기 전압의 차이를 검지하는 회로인 전압형 센스앰프에 입력한 단위 메모리 셀 어레이, 
상기 단위 메모리 셀 어레이를 복수 배열한 메모리 셀 어레이를 가지며 상기 신호 선택선을 상기 메모리 
셀이 선택 상태로 되는 제2의 전압으로 설정한고 상기 메모리 셀에서 데이터를 데이터 신호선상에 판독할
때, 상기 강유전체 캐패시터의 분극에 의한 전류이외의 요인에 의해서 상기 데이터 신호선에 대해서 흘러
들어가는 전하를 흡수하는 수단을 구비하고 상기 강유전체 캐패시터의 양전극가에 상기 강유전체 캐패시
터의 항전계이상의 전계를 가하는 것을 특징으로 한다.

본 발명은 상기 강유전체 메모리 장치의 동작 제어방법에 관하여, 상기 강유전체 캐패시터에 기억되는 데
이터를 판독할 때에, 데이타 신호의 전압을 제3의 전압에 설정하고, 플레이트 선의 전압을, 데이타를 판
독하기 전의 전압인 제4의 전압으로부터 제3의 전압과 다른 제5의 전압으로 구동하고, 선택 신호의 전압
을 상기한 메모리 셀이 선택 상태가 되는 제2에 전압으로 설정하고, 상기 강유전체 캐패시터의 제1과 제2
단자간에 전압차를 발생시키기 때문에, 상기 데이터 신호선상에, 상기 메모리 셀이 기억한 데이타에 대응
하는 신호를 출력한는 것을 특직으로 한다.

[작용]

본 발명은 메모리 셀로부터 데이타를 판 데이타 신호서의 전압 변동을 억제하고, 강유전체 캐패시터의 양
전극간에 확실하게 항전압 이상의 전압을 거는 수단으로서, 각 데이타 선에 접속되는 메모리 셀수를 조절
하기 때문에 강유전체 메모리를 안정되게 동작시킨다.

[실시예]

이 밭명은 실시예에 있어서 도면을 써서 설명한다.

우선 제1의 실시예에 있어서 제1도를 이용하여 설명하자. 제1도는 제11,12도에서 설명된 IT/IC 형 메모리 
셀을 이용한 구동형의 강유전체 메모리 장치에, 본 발명을 적용시킨 예이다.

여기에서는 사기이 (4), (5)식에 표시된 관계를 만족시키기 위해 데이타 신호선의 기생 용량치 CD 를 설
정한다.

구체적으로 각 데이타 신호선에 접속된 메모리 셀수(n 이 된다)에 의해 용량치CD 를 조절하는 것이 가능
하다.

메모리 셀수에 대응하는 데이타를 판독 및 입력시키는 동작의 타이밍 챠틀ㄹ 제2도에 표시이며, 이것은 
제12도의 바와 같은 동작을 하기 때문에 설명을 생략한다.

n의 결정 방법의 예에 관해서 설명한다.

조건식 (4), (5)와 여기서 부터 도출된 (6), (7)식은 CD 의 하한치를 결정하기 때문에 그것은 각 데이타 
접속되는 메모리 셀 수의 하한치를 결정한다.

예를들면,  기생 용량치 CS  가  200fF,  각  메모리 셀에 데이타 신호부분의 기생용량 5fF,  센스  앰프와 
free-charge회로 등의 메모리 셀 부분을 제거한 부분의 데이타 신호선 기생 용량이 50fF 가 되는 강유전
체 메모리 장치를 판정하는 식 (7)을 적용하고(따라서 동작 전압 등의 조건은(7)식의 가정에 따른다.), 
플레이트 구동형의 동작이 가능하도록 하는 각 데이타 신호선 주변에 접속된 메모리 셀 수의 하한치를 구
하면,

50fF + 50fF x n ≥ 0.833 ‥‥ × 200fF ‥‥(17)

제13, 제14도에 표시된 플레이트 비구동형의 강유전체 메모리 장치에도, 본 발명을 본 발명을 적용시킬 
수 있다.

제3도에는 그 회로를, 제4도에는 그 동작 타이밍 챠트를 표시했다.

이 경우에는 , 상기한 (1O), (11) 식에 나타난 관계를 만족시키도록, 제1의 실시예와 같이 각 데이타 신
호선에 접속된 메모리 셀 수를 설정한다.

메모리 셀 수에 대응하는 데이타를 판독하고 입력하는 동작은 제14도와 동일하기 때문에, 설명을 생략한
다.

n 의 결정 방법은 용량치 CS 등의 조건으로서, 플레이트 구동형의 경우와 동일한 경우를 예로 들면, 조건
식(10), (11) 그리고 여기에서 도출된 (12), (13)식을 만족시키 위해, n을 결정한다.

상기 조건식에 대해(13) 식을 적용하고 (따라서 동작 전압 등의 조건은(13)식은 기정에 따른다.)

50fF+ 5fF × n ≥ 10 ×2OOfF ‥‥(19)

n ≥ 390 .. (20)이 얻어진다.

한편 , 제1은 실시예 및 제2의 실시예에 대해서도, 각 데이타 신호선 마다 접슥된 메모리 셀 수의 상한치
는 발명이 해결해야 할 과제 의 항에 기숱된 것처럼, 정상적으로 데이타 증폭 동작이 가능한 신호 전압을 
센스 앰프가 메모리 셀르부터 얻을 수 있는 조걸으로부터 결정된다.

우선 2T/2C 형의 메모리 셀에 대해 생각해 보다 예를 들면, 센스-앰프부 및 메모리 셀1 개 마다 데이타 
신호선 기생 용량치, CS값이 상기한 가정에 딸고, 가정에 따르고, 센스 앰프가 정상적으로 데이타 증폭을 
할 수 있는 최소 전압치가 100mv,  제6도의 (Q 1  -  Qo)가 1000fC  가 되는 강유전체 메모리 장치에 관해 
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(14), (16)식을 적용하면,

1000 fC/(50fF + 5fF x n + 200fF) ≥ 100mv ‥‥(21)

1950 ≥ n ‥‥ (22)가 얻어진다.

다음에는 IT/IC 형은 메모리 셀에 관해 생각해 보자.

상기한 2T/2C 형 메모리 셀의 경우와 같은 가정을 하면,

(15), (16) 식을 적용하면,

(1/2) x 1000fc/ (50fF + 5fF x n + 200fF ) ≥ 100mv ‥‥ (23)

950 ≥ n ‥‥ (24)가 얻어진다.

위와 같이, n 에 대한 제한을 보면, 그 조건을 만족시키기 위한 메모리는 셀 베열 구성 , 즉, 구체적으로 
데이타 신호마다 메모리 셀 수를 결정한느 것에 의해 본 발명은 적용된다.

위에서 설명한 본 발명의 실시예에 있어서는 메모리 셀인 IT/IC 형과 2T/2C 형을 예로 들었으며, 본 발명
의 적용은 그 메모리 셀에 제한되어 있지는 않다. 데이타를 판독할 때 강유전체 캐패시터의 양전극간에 
전압을 걸었을 경우, 강유전체 캐패시터의 양 전극에 접속된 절점의 전압 변동이 문제가 되는 변동이 문
제가 되는 동작 방식을 취하는 강유전체 메모리 장치에 본 발명은 상기의 실시예와 동일하게 적용가능하
다. 또한 위에서 기술한 각각의 실시예와 같은 것을 조합하여 만든 본 발명은 메모리 장치를 실현하는 것
도 가능하다.

본 발명은 메모리 셀로부터 데이터를 판독할 경우, 메모리 셀 선택 신호선을 활성화시킬 때에, 메모리 셀
의 강유전체 캐패시터의 양전극간과 강유전체에, 분극 반전을 행하기 위해 충분한 전압을 거는 방법이며, 
각 데이터 신호선에 접속된 메모리 셀 수에 제한을 가하고, 메모리 장치로서의 다른 동작, 예를 들면, 메
모리 셀의 선택 제어 방법, 데이터 신호 free-charge방식, 센스 증폭의 구체적 방법과 reference level발
생 방식 등에 의존않고 적용된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

강유전체 재료를 이용한 강유전체 캐패시터, 데이터의 입출력을 실행하는 신호선, 어드레스 신호에 대응
하여 선택되는 선택 신호선, 상기 강유전체 캐패시터와, 상기 데이터 신호선과의 사이에 설치되고, 또한 
상기 선택 신호선에 의해 선택 제어되는 스위치 수단으로 이루어지고, 상기 강유전체 캐패시터의 분극 상
태를 기억 데이터에 대응시키고, 상기 강유전체 캐패시터의 양전극간에 제로가 아닌 제1전압을 걸었을 
때, 상기 강유전체 캐패시터와 상기 데이터 신호선간에 흐르는 전류가 상기 강유전체 캐패시터의 분극 상
태에 의해 다르게 되는 것을 이용하고, 상기 전류의 상기 기억 데이터에 의한 차이를 검지하거나 또는 상
기 전류의 차이에 의해 상기 데이터 신호선상에 나타나는 전압의 차이를 검지하는 것으로, 기억되어 있던 
데이터의 판독을 행하는 메모리 셀, 상기 복수의 메모리셀이 접속된 상기 데이터 신호선을, 상기 기억되
어 있던 데이터에 의한 전류의 차이를 검지하는 회로인 전류형 센스 앰프 또는 상기 전압의 차이를 검지
하는 회로인 전압형 센스 앱프에 입력한 단위 메모리 셀어레이, 상기 단위 메모리 셀어레이를 복수 배열
한 메모리 셀 어레이를 갖으며, 상기 선택 신호선을 상기 메모리셀이 선택상태로 되는 제2의 전압으로 설
정하고, 상기 메모리셀로부터 데이터를 데이터 신호선상에 판독할 때에, 상기 강유전체 캐패시터의 분극
에 의한 전류 이위의 요인에 의해 상기 데이터 신호선 전압이 변동하는 것을 억제하기 위해, 상기 데이터 
신호선의 기생 용량치를 제어하는 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 강유전체 메모리 장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 메모리 셀이 1개 이상의 강유전체 캐패시터와 1개 이상의 트랜지스터로 이루어진 
것을 특징으로 하는 강유전체 메모리 장치.

청구항 3 

제2항에 있어서, 상기 메모리 셀이 1개의 강유전체 캐패시터와 1개의 트랜지스터로 이루어지고, 상기 강
유전체 캐패시터의 제1 및 제2단자를 각각 상기 트랜지스터의 소스 단자 및 플레이트성에 접속하고, 상기 
트랜지스터의 드레인 단자를 데이터 신호선에 접속하며, 상기 트랜지스터의 게이트 단자를 선택 신호선에 
접속한 것을 특징으로하는 강유전체 메모리 장치.

청구항 4 

제2항에 있어서, 상기 메모리셀이 2개의 강유전체 캐패시터와 2개의 트랜지스터로 이루어지고, 제1강유전
체 캐패시터의 제1 및 제2단자를 각각 제1트랜지스터의 소스 단자 및 플레이트선에 접속하고, 상기 제1트
랜지스터의 드레인 단자를 제1데이타 신호선에 게이트 단자를 선택 신호선에 각각 접속하고, 제2 강유전
체 캐패시터의 제1 및 제2 단위를 각각 제2트랜지스터의 소스 단자 및 플레이트선에 접속하고, 상기 제2 
트랜지스터의 드레인 단자를 제2데이타 신호선에, 게이트 단자를 선택 신호선에 각각 접속한 것을 특징으
로 하는 강유전체 메모리 장치.

청구항 5 

제2항에 있어서, 상기 메모리셀이 1개의 강유전체 캐패시터와 2개의 트랜지스터로 이루어지고, 상기 강유
전체 캐패시터의 제1및제2단자를 각각 제1 및 제2 의 트랜지스터의 소스 단자에 접속하고, 제1 트랜지스
터의 드레인 단자를 제1 데이터 신호선에, 게이트 단자를 선택 신호선에 각각 접속하고, 제2트랜지스터의 
드레인 단자를 제2 데이터 신호선에, 게이트 단자를 선택 신호선에 각각 접속한 것을 특징으로 하는 강유
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전체 메모리 장치.

청구항 6 

제1항 내지 제5항중 어느 한 항에 기재된 강유전체 메모리 장치의 동작을 제어하는 방법에 있어서, 상기 
강유전체 캐패시터에 기억되어 있는 데이터를 판독할 때에, 데이터 신호선의 전압을 제3의 전압에 설정하
고, 플레이트선의 전압을 데이터 판독 동작전의 전압인 제4전압에서, 제3의 전압과 다른 제5전압에 구동
하고, 선택 신호선의 전압을 상기 메모리 셀이 선택상태로 되는 제3의 전압으로 설정하여, 상기 강유전체 
개패시터의 제1과 제2단자에 전압차를 발생시킴으로써, 상기 데이터 신호선상에, 상기 메모리셀이 기억하
고 있는 데이터에 대응하는 신호를 출력시키는 것을 특징이로 하는 강유전체 메모리 장치의 동작 제어 방
법.

청구항 7 

제6항에 있어서, 상기 데이터 신호선의 기생용량치를 CD,상기 강유전체 캐패시터의 상유전체 성분의 용량
치를 CS, 상기 강유전체 캐패시터의 항전계의 상기 강유전체의 막두께를 곱하여 전압에 환산한 값인 항전
압을 VC, 제4의 전압을 VPLO, 제5의 전압을 VDL, 제3의 전압을 VDLO, 메모리셀내의 스위치 수단과 강유전
체 캐패시터를 접속한 절정의 데이터 판독 동작전의 전압을 VSO로 한 경우, 각각의 량 간에

로 되는 관계가 성립하도록 상기 데이터 신호선의 기생용량치 CD를 상기 데이터 신호선에 접속되는 메모
리셀 수에 의해 설정하는 것으로, 데이터 판독시에 상기 플레이트선을 구동하는 것에 의한 데이터 신호선 
전압 변동을 억제하고, 상기 강유전체 캐패시터의 제1 과 제2의 전압간에 항전계 이상의 전계를 거는 것
을 특징으로 하는 강유전체 메모리 장치의 동작 제어방법.

청구항 8 

제1항 내지 제5항중 어느 한 항에 기재된 강유전체 메모리 장치의 동작을 제어하는 방법에 있어서, 상기 
메모리 셀에 기억되어 있는 데이터를 판독하 때에, 상기 데이터 신호선의 전압을 제3의 전압에 설정하고, 
상기 플레이트선의 전압을 일정 전압이고 또하 제3의 전압과 다른 제6의 전압에 설정하고, 상기 선택 신
호선의 전압을 사기 메모리 셀이 선택 상태로 되는 제2의 전압에 설정하여, 상기 강유전체 캐패시터의 제
1과 제2의 단자간에 전압차를 발생시킴으로써, 상기 데이터 신호선상에, 상기 메모리 셀이 기억하고 있는 
데이터에 대응하는 신호를 출력시키는 강유전체 메모리 장치의 동작 제어방법.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 데이터 신호선의 기생용량치를 CD, 상기 강유전체 캐패시터의 상유전체 성분의 용
량치를 CS, 상기 강유전체 캐패시터의 항저계에 상기 강유전체의 막두께를 곱하여 전압에 환산한 값인 항
전계를 VC, 제6의 전압을 VPLC, 제3의 전압을VDLO, 상기 메모리셀 내의  스위치 수단과 상기 강유전체 캐
패시터를 절점의 데이터 판독 동작전의전압을 VSO로한 경우, 각각의 량 간에

로 되는 관계가 성립하도록, 상기 데이터 신호선의 기생 용량치 CD를 상기 데이터 신호선에 접속된는 상
기 메모리 셀의 수에 의해 설정함으로, 데이터 판독시의 데이터 신호선 전압 변돌을 억제하고, 상기 강유
전체 캐패시터의 제1과 제2의 전극간에 항전계 이상의 전계를 거는 것을 특징으로 하는 강유전체 메모리 
장치의 동작 제어 방법.

청구항 10 

제6항에 있어서, 상기 데이터 신호선의 기생 용량치를 CD, 상기 강유전체 캐패시터의 항유전체 성분의 용
량치를 CS, 상기 강유전체 캐패시터의 잔류 분극 전하를 Qr,상기 전압형 센스 앰프가 정상에 데이터를 증
폭 가능한 최소의 신호 전압인 전압 분해능을 VSE로 한 경우, 각각의 량간에

로 되는 관계가 성립하도록, 상기 데이터 신호선의 기생 용량치 CD를 상기 데이터 신호선에 접속되는 상
기 메모리 셀의 수에 의해 설정하는 것을 특지으로 하는 강유전체 메모리 장치의동작 제어 방법.

청구항 11 

제6항에 있어서, 상기 데이터 신호선의 기생 용량치를 CD, 상기 강유전체 캐패시터의 항유전체 성분의 용
량치를 CD 상기 강유전체 캐패시터의 잔류 분극 전하를 Qr, 상기 전압형 센스 앰프가 정상에 데이터를 증
폭 가능한 최소의 신호 전압인 전압 분해능을 VSE 로 한 경우, 각각의 량간에,
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로 되는 관계가 성립되도록, 상기 데이터 신호선의 기생 용량치 CD를 상기 데이터 신호선에 접속되는 상
기 메모리 셀의 수에 의해 설정하는 것을 특징으로 하는 강유전체 메모리 장치 및 상기 강유전체 메모리 
동작 제어 방법.

청구항 12 

제8항에 있어서, 상기 데이터 신호선의 기생 용량치를 CD, 상기 강유전체 캐패시터의 항유전체 성분의 용
량치를 CS, 상기 강유전체 캐패시터의 잔류 분극 전하를 Qr, 상기 전압형 센스 앰프가 정상에 데이터를 
증폭 가능한 최소의 신호 전압인 전바 분해능을 VSE로 한 경우, 각각의 량간에

로 되는 관계가 성립하도록, 상기 데이터 신호선의기생 용량치 CD를 상기 데이터 신호선에 접속되는 상기 
메모리 셀의 수에 의해 설정하는 것을 특징으로 하는 강유전체 메모리 장치의 동작 제어 방법.

청구항 13 

제8항에 있어서, 상기 데이터 신호선의 기생 용량치를 CD, 상기 강유전체 캐패시터의 향유전체 성분이 용
량치를 CD 상기 강유전체 캐패시터의 잔류 분극 전하를 Qr, 상기 전압형 센스 앰프가 정사에 데이터를 증
폭 가능한 최도의 신호 전압인 전압 분해능을 VSE로 한 경우, 각각의 량간에,

로 되는 관계가 성립되도록, 상기 데이터 신호선의 기생 용량치 CD를 상기 데이터 시호선에 접속되는 상
기 메모리 셀의 수에 의해 설정하는 것을 특징으로 하는 강유전체 메모리 장치 및 상기 강유전체 메모리 
동작 제어 방법. 
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